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(57)摘要

等离子体生成装置(10)具有：腔室(12)，其

具备电介质壁构造，并且被流入作为测定对象的

样本气体；RF供给机构(13)，其借助电介质壁构

造通过电场以及/或者磁场在腔室内生成等离子

体；以及浮动电位供给机构(16)，其包括沿着腔

室的内表面配置的第一电极(17)。RF供给机构可

以包括配置于相对于腔室的第一方向的RF场形

成单元(14)，第一电极包括配置于相对于腔室的

第二方向的电极。
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1.一种气体分析装置，具有微等离子体的生成装置，所述微等离子体的生成装置包括：

腔室，其具备电介质壁构造，并且被流入要进行等离子体化的气体；

射频供给机构，其借助所述电介质壁构造通过电场以及/或者磁场在所述腔室内生成

等离子体；以及

浮动电位供给机构，其包括沿着所述腔室的内表面配置的第一电极，

并且所述气体分析装置具有：

采样单元，其向所述腔室供给作为测定对象的样本气体；

分析单元，其借助所生成的所述等离子体来对所述样本气体进行分析；以及

电位控制单元，其通过控制向所述浮动电位供给机构供给的电压来控制所述等离子体

的浮动电位，以能够根据所述分析单元的分析结果或分析条件来改变所述等离子体流入所

述分析单元的流入量。

2.一种气体分析装置，具有微等离子体的生成装置，所述微等离子体的生成装置包括：

腔室，其具备电介质壁构造，并且被流入要进行等离子体化的气体；

射频供给机构，其借助所述电介质壁构造通过电场以及/或者磁场在所述腔室内生成

等离子体；以及

浮动电位供给机构，其包括沿着所述腔室的内表面配置的第一电极，

并且所述气体分析装置具有：

采样单元，其向所述腔室供给作为测定对象的样本气体；

分析单元，其借助所生成的所述等离子体来对所述样本气体进行分析；以及

电位控制单元，其通过控制向所述浮动电位供给机构供给的电压来控制所述等离子体

的浮动电位，以使所述等离子体流入所述分析单元，

其中，所述射频供给机构包括相对于所述腔室配置于第一方向的射频场形成单元，

所述第一电极包括相对于所述腔室配置于第二方向的电极。

3.根据权利要求1或2所述的气体分析装置，其特征在于，

所述腔室为圆筒状，

所述第一电极包括周面的一部分被切掉的圆筒状的电极。

4.根据权利要求1或2所述的气体分析装置，其特征在于，

所述电介质壁构造包含石英、氧化铝以及氮化硅中的至少任一种。

5.根据权利要求1或2所述的气体分析装置，其特征在于，

所述射频供给机构包括通过电感耦合等离子体、介质阻挡放电以及电子回旋共振中的

至少任一种来产生等离子体的机构。

6.根据权利要求1或2所述的气体分析装置，其特征在于，

所述采样单元向所述腔室仅供给所述样本气体，在所述腔室内仅利用所述样本气体来

生成所述等离子体。

7.根据权利要求1或2所述的气体分析装置，其特征在于，

所述分析单元包括：

过滤器单元，其对所述等离子体中的离子化后的气体进行过滤；以及

检测器单元，其检测过滤后得到的离子，

所述电位控制单元包括将所述等离子体的浮动电位维持为相对于所述过滤器单元的
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中心电位为正电位的单元。

8.一种工艺监视装置，

具有根据权利要求1或2所述的气体分析装置。

9.一种气体分析装置的控制方法，

所述气体分析装置包括：微等离子体的生成装置，其被流入作为测定对象的样本气体；

以及分析单元，其借助通过所述生成装置生成的等离子体来对所述样本气体进行分析，

所述生成装置包括：腔室，其具备电介质壁构造，并且被流入所述样本气体；射频供给

机构，其借助所述电介质壁构造通过电场以及/或者磁场在所述腔室内生成等离子体；以及

浮动电位供给机构，其包括沿着所述腔室的内表面配置的第一电极，

该方法通过控制向所述浮动电位供给机构供给的电压来控制所述等离子体的浮动电

位，以能够根据所述分析单元的分析结果来改变所述等离子体流入所述分析单元的流入

量。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，

所述分析单元包括：过滤器单元，其对所述等离子体中的离子化后的气体进行过滤；以

及检测器单元，其检测过滤后得到的离子，

所述控制包括将所述等离子体的浮动电位维持为相对于所述过滤器单元的中心电位

为正。
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等离子体生成装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有在内部生成微等离子体的腔室的等离子体生成装置。

背景技术

[0002] 在日本特开2015‑204418号公报中公开了一种等离子体处理装置，该等离子体处

理装置具备收容有反应气体的反应室、将该反应室内的反应气体等离子体化的等离子体生

成部、测定在所述反应室内产生的等离子体的等离子体浮动电位的电极、以及对等离子体

浮动电位施加负的偏置电压的电子发射源。

发明内容

[0003] 相对于如在CVD等加工工艺中使用的等离子体、或者在自然界中发现的等离子体

那样的宏观尺度空间的等离子体，已知存在作为向纳米空间的等离子体转移的、边界的微

小区域(中间区域)即“中介空间(messo  space)”中的等离子体的微等离子体。微等离子体

也包含微计量级的等离子体的含义，但包括其大小在从数mm左右至100μm左右的区域中扩

展的等离子体。这样的尺寸的微等离子体相对于如纳米尺寸那样的要求特殊的性质或者技

术的微等离子体而言，比较容易处理，并且正在研究各种用途。其中之一是分析装置的离子

源，为了用作稳定的离子源，期望控制等离子体的浮动电位。

[0004] 本发明的一个方式是一种微等离子体的生成装置。该生成装置具有：腔室，其具备

电介质壁构造，并且被流入要进行等离子体化的气体；RF供给机构，其借助电介质壁构造通

过电场以及/或者磁场在腔室内生成等离子体；以及浮动电位供给机构，其具有沿着腔室的

内表面配置的第一电极。在该等离子体生成装置中，从腔室外供给高频来生成等离子体，并

且在微等离子体用的腔室内，通过沿着内表面配置电极来包围生成的微等离子体的至少一

部分，控制微等离子体的浮动电位。如果是既不是宏观尺寸也不是纳米尺寸的中间尺寸的

微等离子体，则能够通过以覆盖该微等离子体的周围或者周围的一部分的方式配置的电极

来控制等离子体的浮动电位。

[0005] 也可以是，RF供给机构包括相对于腔室配置于第一方向的RF场形成单元，第一电

极包括相对于腔室配置于第二方向的电极。也可以是，腔室的一例为圆筒状，第一电极包括

周面的一部分被切掉的圆筒状的电极。也可以是，电介质壁构造包含石英、氧化铝以及氮化

硅中的至少一种。也可以是，RF供给机构包括通过电感耦合等离子体、介质阻挡放电以及电

子回旋共振中的至少一种来产生等离子体的机构。

[0006] 本发明的其它方式之一是一种气体分析装置，该气体分析装置具有：上述的等离

子体生成装置；采样单元，其向腔室供给作为测定对象的样本气体；分析单元，其借助所生

成的等离子体来对样本气体进行分析；以及电位控制单元，其通过浮动电位供给机构控制

等离子体的浮动电位，以使等离子体流入分析单元。也可以是，分析单元包括：过滤器单元，

其对等离子体中的离子化后的气体进行过滤；以及检测器单元，其检测被过滤后得到的离

子，浮动电位控制单元将等离子体的浮动电位维持为相对于过滤器单元的中心电位为正，

说　明　书 1/7 页

4

CN 115039516 B

4



使带正电的微等离子体流入过滤器单元。气体分析装置的一例是具备四极过滤器的质谱

仪。也可以是，包括控制等离子体的浮动电位以能够根据分析单元的分析结果或分析条件

来改变流入量的单元。既可以以大流量短时间来对主要的成分进行分析，也可以以低流量

长时间来进行高精度的分析。也可以是，采样单元向腔室仅供给采样气体，在不包含可能成

为噪声的氩等辅助气体的状态下，在腔室内仅利用采样气体来生成微等离子体。

[0007] 本发明的其它方式之一是一种工艺监视装置，该工艺监视装置具有上述的气体分

析装置。另外，本发明的其它方式之一是一种包括等离子体生成装置的气体分析装置的控

制方法。该方法通过包括沿着腔室的内表面配置的第一电极的浮动电位供给机构来控制等

离子体的浮动电位，以使等离子体流入分析单元。这些方法也可以作为记录于适当的记录

介质中的程序(程序产品)来提供。

附图说明

[0008] 图1是表示包括等离子体生成装置的气体分析装置的概要的图。

[0009] 图2是表示气体分析装置的结构的图。

[0010] 图3是表示气体分析装置的等离子体浮动电位的控制的概要的流程图。

具体实施方式

[0011] 在图1中表示出包括等离子体生成装置(等离子体生成单元)的气体分析装置的一

例。该气体分析装置1作为工艺监视装置(工艺监视器)50发挥功能，该工艺监视装置50通过

对根据工艺供给的样本气体进行分析来监视工艺。气体分析装置1包括：等离子体生成单元

10，其根据工艺使样本气体(采样气体、气体样品)等离子体化；分析单元(分析器)21，其借

助所生成的等离子体对样本气体进行分析；控制单元(控制装置、控制系统)51；以及排气系

统60。

[0012] 在图2中进一步详细地表示出作为工艺监视器50发挥功能的气体分析装置1的结

构。气体分析装置1对从实施等离子体工艺的工艺腔室71供给的样本气体9进行分析。在工

艺腔室71中实施的等离子体工艺代表性地为在基板上生成各种膜或者层的工序、对基板进

行蚀刻的工序，包括CVD(化学蒸镀、Chemical  Vapor  Deposition(化学气相沉积))或PVD

(物理蒸镀、Physical  Vapor  Deposition(物理气相沉积))。等离子体工艺也可以是将透

镜、过滤器等光学部件作为基板来层叠各种薄膜的工艺。

[0013] 工艺监视器50包括气体分析装置1，该气体分析装置1对从工艺腔室71供给的气体

(样本气体)9进行分析。气体分析装置1包括：等离子体生成单元(等离子体生成装置)10，其

用于生成根据工艺供给的作为测定对象的样本气体9的等离子体19；采样单元(采样装置)

90，其向等离子体生成装置10供给作为测定对象的样本气体9；以及分析单元21，其借助所

生成的等离子体19来对样本气体9进行分析。等离子体生成装置10包括：腔室(采样腔室)

12，其具备电介质壁构造12a，并且仅被流入借助采样装置90供给的作为测定对象的样本气

体9；高频供给机构(RF供给机构、RF供给装置)13，其借助电介质壁构造12a通过高频电场以

及/或者磁场在减压后的采样腔室12内生成等离子体19；以及浮动电位供给机构(浮动电位

控制机构、浮动电位供给装置)16，其通过采样腔室12内的控制电极17来控制等离子体19的

电位(浮动电位)Vf。
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[0014] 本例的气体分析装置1是质谱分析型，分析单元(分析器)21包括：过滤器单元(过

滤器、在本例中为四极过滤器)20，其根据质荷比对通过等离子体生成装置10作为等离子体

19生成的、被离子化后的样本气体(样本气体离子)8进行过滤；聚焦电极(离子吸引光学系

统)25，其吸引等离子体19的一部分来作为离子流8；检测器单元(检测器)30，其检测被过滤

后得到的离子；以及真空容器(壳体)40，其收纳有分析单元21。气体分析装置1包括排气系

统60，该排气系统60将壳体40的内部维持为适当的负压条件(真空条件)。本例的排气系统

60包括涡轮分子泵(TMP)61和罗茨泵62。排气系统60为使用形成于TMP61与罗茨泵62之间的

中间负压来控制等离子体生成装置10的采样腔室12的内压的双排气类型。

[0015] 借助采样装置90仅有来自工艺腔室71的样本气体9流入通过排气系统60被减压后

的采样腔室12中，在采样腔室12的内部形成等离子体19。腔室12是以生成不是宏观等离子

体也不是纳米等离子体的中间区域的微等离子体为目的而设计的。微等离子体19的一个例

子是大小在数mm左右至100μm左右的区域中扩散的等离子体。并且，由于以生成该程度的尺

寸的等离子体19为目的，因此在等离子体生成单元10中，不使用氩气等辅助气体(帮助气

体)，仅通过样本气体9生成分析用的等离子体19。采样腔室12的壁体12a由电介质构件(电

介质)构成，其一例为石英(Quartz)、氧化铝(Al2O3)以及氮化硅(SiN3)等对于等离子体具有

高耐久性的电介质。

[0016] 另外，采样腔室12为适于生成微等离子体19的小型的腔室，例如采样腔室12的全

长可以为1mm‑100mm，直径可以为1mm‑100mm。全长和直径可以为5mm以上，也可以为10mm以

上，还可以为80mm以下，还可以为50mm以下，还可以为30mm以下。采样腔室12的容量可以为

1mm3以上，也可以为105mm3以下。采样腔室12的容量可以为10mm3以上，也可以为30mm3以上，

还可以为100mm3以上。采样腔室12的容量可以为104mm3以下，也可以为103mm3以下。只要为该

程度尺寸的空间，就能够通过配置于腔室内的电极17容易地进行空间内部的电位(电场)的

控制。

[0017] 等离子体生成单元10的用于进行等离子体生成的机构(RF供给机构)13不使用电

极另外也不使用等离子体炬，而是借助电介质壁构造12a通过电场以及/或者磁场在采样腔

室12的内部生成等离子体19。RF供给机构13的一例是通过高频(RF、Radio  Frequency(射

频))电力来激励等离子体19的机构。作为RF供给机构13的例子，能够列举出电感耦合等离

子体(ICP、Inductively  Coupled  Plasma)、介质阻挡放电(DBD、Dielectric  Barrier 

Discharge)、电子回旋共振(ECR、Electron  Cyclotron  Resonance)等方式。这些方式的等

离子体生成机构13包括高频电源15和RF场形成单元14。关于RF场形成单元14，典型的RF场

形成单元包括沿着采样腔室12的代表性的方向配置的线圈，例如，如果采样腔室12为圆筒

状，则包括沿着一个端面或直径方向配置的线圈。

[0018] 使用与气体分析装置1共用的排气系统60、独立的排气系统、或者与工艺装置共用

的排气系统等将采样腔室(容器)12的内压控制为适当的负压。采样腔室12的内压可以是容

易生成微等离子体19的压力、例如0.01kPa‑1kPa的范围的压力。在工艺腔室71的内压被管

理为1Pa‑数百Pa左右的情况下，采样腔室12的内压可以被管理为比工艺腔室71的内压低的

压力、例如0.1Pa‑数十Pa左右，也可以被管理为0.1Pa以上或0.5Pa以上、10Pa以下或5Pa以

下。例如，采样腔室12的内部可以减压到1mTorr‑10mTorr(0.13Pa‑1.3Pa)左右。通过将采样

腔室12维持为上述程度的减压，能够仅通过样本气体9在低温下生成微等离子体19。
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[0019] 在工艺监视器50(气体分析装置1)中，监视对象为从用于实施等离子体工艺的工

艺腔室71借助采样装置90供给的样本气体9。在该采样腔室12中，不使用电弧放电或者等离

子体炬等，而是在适当的条件下供给RF电力，由此仅通过导入样本气体9就能够维持等离子

体19。由于不需要氩气等帮助气体，能够生成仅对样本气体9进行电离而得到的等离子体

19，并且将其供给到气体分析单元21。因此，能够提供一种样本气体9的测定精度高，并且除

了气体成分的测定以外还能够进行成分的定量测定的气体分析装置1。因此，在搭载气体分

析装置1的工艺监视器(工艺监视装置)50中，能够在长期间稳定且高精度地对工艺装置的

工艺腔室71的内部的状态进行监视。

[0020] 并且，为了在气体分析装置1中获取用于在长期间中稳定且高精度地进行监视的

测定结果，在采样腔室12内生成浮动电位Vf或者带电电压稳定的等离子体19也是很重要

的。通过在该气体分析装置1中控制等离子体19的浮动电位，能够进行更稳定的测定。

[0021] 在工艺监视器50中，通过相对于工艺腔室71独立的、气体分析专用的采样腔室12

来生成样本气体9的等离子体19。因而，能够以与工艺腔室71不同的条件在采样腔室12内生

成适于采样和气体分析的条件的微等离子体19。例如，即使在工艺腔室71中未生成工艺等

离子体或清洁等离子体，也能够通过将样本气体9等离子体化来监视工艺腔室71的内部的

状态。另外，采样腔室12可以是适于生成微等离子体19的小型的、例如数mm至数十mm左右的

腔室(微型腔室)。由于采样腔室12的容量小，因此能够使分析装置1整体紧凑且轻量地集

中，并且能够提供适于实时测定的气体分析装置1。气体分析装置1可以为移动式，也可以为

便携类型。

[0022] 控制等离子体19的电位(浮动电位)的浮动电位供给机构(供给装置、浮动电位控

制机构)16包括沿着采样腔室12的内表面配置的圆筒状的控制电极17、以及对控制电极17

的电位进行控制的直流电源18。控制电极17可以为周面的一部分被切掉的圆筒状的形状，

能够抑制涡流的产生。在在样本气体9的腐蚀性上没有问题的情况下，控制电极17可以使用

不锈钢、镍、钼等金属。在考虑针对样本气体9的耐腐蚀性的情况下，可以使用是耐腐食性的

材料的哈斯特洛伊合金、钨、钛、碳(石墨)等耐腐蚀性导电材料。

[0023] 采样腔室12可以为圆筒状。在该等离子体生成单元10中，对于圆筒状的采样腔室

12，在与横切腔室12的中心轴方向(第二方向)正交的直径方向(第一方向)上，例如沿着一

方的端面配置RF场形成单元14，并且在沿着中心轴方向(第二方向)的腔室12的周向(第二

方向)上，沿着圆筒状的内表面配置有用于控制浮动电位Vf的电极(第一电极)17。如果为该

结构，则通过与用于控制浮动电位的圆筒状的控制电极17的一端或者两端的开口面对地配

置的RF场形成单元14来供给用于形成等离子体19的RF场。因此，能够抑制生成等离子体19

的场与控制等离子体19的浮动电位的场之间的干涉，从而能够稳定地生成等离子体19，并

且容易控制浮动电位。

[0024] 浮动电位Vf的控制用的电极(第一电极)17可以是圆筒状，也可以是圆筒的一部分

被切掉的形状，还可以是半圆筒状、平面(平板)的组合等。通过由RF场形成单元14供给的RF

场，形成为使微等离子体19在由第一电极17围成的范围内浮动，由此容易通过第一电极17

进行微等离子体19的电位控制。尤其当为微等离子体19的尺寸(生成微等离子体19的空间

的尺寸)时，作为使电极17与RF场形成单元14正交的配置，通过从电极17的一端或者两端供

给RF场，能够在电极17的内部生成等离子体19。对浮动电位Vf进行控制的电极17与RF场形
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成单元14的配置并不限定于上述的那样，但将它们配置为彼此正交是能够抑制相互间的干

涉且高效地生成等离子体19，并且适于控制所生成的等离子体19的浮动电位(浮动电压)Vf

的配置之一。

[0025] 分析单元21的控制单元(控制装置)51可以兼作工艺监视装置50即分析装置1的控

制单元。控制装置51包括：过滤器控制单元(过滤器控制功能、过滤器控制装置)53，其进行

过滤器单元(过滤器)20的控制；检测器控制单元(检测器控制功能、检测器控制装置)54，其

进行检测器单元(检测器)30的控制；以及管理控制装置(管理装置、管理功能、管理单元)

55。控制单元51可以具备包括存储器57和CPU  58的计算机资源，控制单元51的功能可以通

过记录于存储器57的程序59来提供。程序(程序产品)59可以记录于适当的记录介质中来提

供。

[0026] 本例的分析单元21为质谱分析型，尤其为四极质谱分析型，过滤器单元20为四极

过滤器。过滤器控制单元53包括作为用于对四极施加高频和直流的驱动单元(RF/DC单元)

的功能。过滤器单元20根据质荷比对作为微等离子体19被供给的离子化后的样本气体(离

子流)8进行过滤。检测器控制单元54包括如下功能：利用通过了过滤器单元20后的离子来

捕捉由检测器单元(检测单元、收集单元、检测器)30例如法拉第杯生成的离子电流，并检测

样本气体9中包含的成分。

[0027] 管理控制装置(管理控制单元)55控制通过分析单元21执行的测定(检测)模式。测

定模式包括以短时间对样本气体9中包含的主要成分进行测定的模式、以比较长的时间对

样本气体9中包含的全部成分进行测定的模式、检测样本气体9的特定的一种或多种成分的

模式、以及在供给了已判明了成分的测试气体作为样本气体时，以规定的模式检测该成分

从而变更过滤器单元20和检测器单元30的设定、或者对测定结果进行校准的模式等。管理

控制单元55具备以下功能：在由于测定对象的成分的比率过高或者过低而使得在能够得到

检测器30的适当的灵敏度的范围内无法得到测定结果时，控制作为离子流8流入分析单元

21的等离子体19的量、或者请求等离子体19的浮动电位Vf的变更以进行控制。

[0028] 对等离子体生成单元10进行控制的等离子体生成控制单元(等离子体生成控制装

置、生成控制装置)11可以为可编程的控制装置，并且包括以下功能：控制用于在采样腔室

12中生成等离子体19的高频电源15的频率、电压等的功能(RF控制单元)11a，以及控制向浮

动电位供给机构16的控制电极17供给的电压的功能(等离子体电位控制单元、电位控制装

置、电压控制装置)11b。等离子体生成控制单元11可以具备通过设置于与排气系统60之间

的连接线的压力控制阀65来控制采样腔室12的内压的功能11c。通过控制这些因素，即使在

工艺腔室71中实施的工艺的种类改变、或者工艺的状态基于来自分析单元21的控制装置51

的管理单元55的要求而改变，也能够在采样腔室12内稳定地生成等离子体19。因而，能够通

过包括分析装置1的工艺监视装置50持续地分析样本气体9，从而对工艺进行监视。

[0029] 电位控制单元11b通过沿着腔室12的内表面配置的第一电极17来控制等离子体19

的浮动电位Vf，以使等离子体19作为离子流8从腔室12流入分析单元21。在进行样本气体9

的等离子体19的正离子的检测和测量的情况下，向控制电极17供给电压，以使等离子体电

位(浮动电位)相对于四极电场的中心电位向正(正电位、正的电位)浮动+5～15V左右。通过

使等离子体19的浮动电位Vf相对于过滤器单元20的中心电位保持为正的电位，容易对过滤

器单元20供给等离子体19即作为检测对象的正离子，从而能够进行高精度的检测或者测
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量。关于四极的中心电位，例如在正离子检测之时施加+10V以上、例如+10V～100V左右，以

减少由于检测到杂散离子、杂散电子的而引起的噪声。在需要进行负离子的测量的情况下，

可以使作为离子源的等离子体19的浮动电位相对于接地电位向负偏置，并将检测器单元30

的法拉第杯设为接地电位。

[0030] 电位控制单元11b包括：第一控制单元(控制装置)11x，其将浮动电位Vf设定为维

持相对于过滤器单元20的中心电位具备预先设定的规定的电位差Δ V的基准电位V0；以及

第二控制单元(控制装置)11y，其使浮动电位Vf相对于基准电位V0上下变动，以根据分析单

元21的分析结果或者分析条件来使等离子体19向分析单元21的流入量发生变化。即，电位

控制单元11b构成为：使浮动电位Vf维持为相对于过滤器单元20的中心电位具备预先设定

的规定的电位差Δ V的基准电位V0，并且当有要求时，使浮动电位Vf相对于该基准电位V0上

下变动，以根据分析单元21的分析结果或者分析条件来使等离子体19向分析单元21的流入

量发生变化。

[0031] 例如，如果对管理控制单元55设定了通过分析单元21以短时间对样本气体9中包

含的主要成分进行测定的模式，则电位控制单元11b通过第二控制功能11y使浮动电位Vf相

对于基准电位V0向电位差变大的方向变化，以与分析单元21之间形成大的电压梯度，从而

能够实现等离子体19的流入量的扩大。相反地，如果对管理控制单元55设定了以比较长的

时间对样本气体9中包含的全部成分进行测定的模式，则电位控制单元11b可以通过第二控

制功能11y使浮动电位Vf相对于基准电位V0向电位差变小的方向变化，以缩小与分析单元

21之间的电压梯度，从而实现等离子体19向分析单元21的流入量的缩小。在由于测定对象

的成分的比率过高或者过低而使得在能够得到检测器30的适当的灵敏度的范围内无法得

到测定结果时，管理控制单元55可以对电位控制单元11b发出要求，以成为如能够在腔室12

内的等离子体19与分析单元21之间形成适当的电压梯度这样的浮动电位Vf，电位控制单元

11b控制电极17的电位，以对等离子体19设定适当的浮动电位Vf。

[0032] 在图3中通过流程图来表示分析装置1的等离子体生成装置10的浮动电位Vf的控

制方法的概要。在步骤81中，在电位控制单元11b未接收到浮动电位Vf的变更的请求的情况

下，在步骤82中将浮动电位Vf设定为预先设定的基准电位V0、例如相对于四极电场的中心

电位为+5～15V左右的范围中的某个值。在从分析装置21的管理控制单元55等具有浮动电

位Vf的变更的请求的情况下，对其进行应对。例如，在步骤83中，在对于分析单元(分析器)

21的过滤器20具有增加作为离子流8流入的微等离子体19的流入量的请求的情况下，在步

骤84中，使浮动电位Vf设定(变动)为电位差扩大(变大、有差距)的方向，例如使浮动电位Vf

进一步成为高电位。在步骤85中，在具有等离子体19的流入量的减少(削减)的请求的情况

下，在步骤86中，将浮动电位Vf设定(变动)为向电位差缩小(减少)的方向，例如成为低电

位。在不是表示流入量的要求，而是具有例如来自管理控制单元55的、伴随短时间测定或者

精密测定等模式的变化的请求的情况下，在步骤87中，设定适于规定的测定模式的浮动电

位Vf。

[0033] 该控制方法是一个例子，等离子体生成装置10由于具备包括配置于腔室12内的浮

动电位控制用的电极17的电位控制机构(电位供给机构、电位供给装置)16，因此能够根据

使用等离子体生成装置10的应用的要求来自由地调整从腔室12供给的微等离子体19的电

位。
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[0034] 此外，过滤器单元(质谱仪)20和检测器单元(法拉第杯)30可以简单地通过管路等

屏蔽件包围，以防止对由于多余的杂散电子(负的电荷)引起的噪声成分进行检测。另外，在

上述中，以四极类型的质谱仪为例进行了说明，但过滤器部20可以为离子捕获型，也可以为

维纳过滤器(wiener  filter)等其它类型。另外，过滤器部20不限于质谱分析型，可以为使

用离子移动度等其它物理量来对气体的分子或原子进行过滤的类型。另外，气体分析单元

可以为发光分析单元等光学分析装置。作为等离子体生成装置的一例，表示出用于气体分

析装置的例子，但微等离子体不限于用于气体分析，正在讨论在精细加工、保健等中的细菌

的非活性化等多种多样的应用中的使用，对于这些本发明也是有效的。

[0035] 另外，在上述中，说明了本发明的特定的实施方式，但在不脱离本发明的范围和精

神的情况下，本领域技术人员能够想到各种其它实施方式和变形例，这样的其它实施方式

和变形也是以下的权利要求书的对象，通过以下的权利要求书来规定本发明。
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图3
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